Полевой транзистор
Полевой транзистор - полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия перпендикулярного тока электрического поля, создаваемого входным сигналом.

Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных).

По физической структуре и механизму работы полевые транзисторы условно делят на 2 группы. Первую образуют транзисторы с управляющим р-n переходом или переходом металл - полупроводник (барьер Шоттки), вторую - транзисторы с управлением посредством изолированного электрода (затвора), т. н. транзисторы МДП (металл - диэлектрик - полупроводник). 
Транзистор имеет 2 полупроводника разных типов проводимости, между которыми существует P-N переход . Один из полупроводников называется каналом и подключается в управляемую цепь(контакты исток и сток).  Другой полупроводник подключается в управляющую цепь(контакт затвор).
Важное отличие полевого транзистора от биполярного - малая мощность, необходимая для управления током. Это обусловлено устройством полевого транзистора – для управления током канала необходимо только напряжение(электрическое поле).
Принцип работы полевого транзистора
При отсутствии напряжения между контактами исток-затвор по каналу свободно протекает  ток. При приложении прямого напряжения между контактами исток-затвор открывается P-N переход канал-затвор, в результате чего сужается потенциальный барьер. Чем уже барьер, тем больше электронов участвует в передаче тока по каналу. При обратном приложении напряжения потенциальный барьер увеличивается и ток через канал уменьшается. Таким образом, осуществляется управление током канала.
Режимы работы полевого транзистора

1. Режим обеднения. При подаче на затвор напряжения, отрицательного относительно истока, а, следовательно, и относительно кристалла, в канале создается поперечное электрическое поле, под влиянием которого электроны проводимости выталкиваются из канала в области стока и истока, а также в кристалл. Канал обедняется электронами, сопротивление его увеличивается и ток стока уменьшается. Чем больше отрицательное напряжение затвора, тем меньше этот ток.
2. Режим обогащения. Если на затвор подать положительное напряжение относительно истока, то под действием поля, созданного этим напряжением, из областей стока и истока, а также из кристалла в канал будут приходить электроны; проводимость канала при этом увеличивается и ток стока возрастает

